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Для центров окраски «кремний-вакансия» (SiV) в алмазе характерна 
яркая фотолюминесценция (ФЛ) с узкой бесфононной линией (БФЛ) на 
длине волны 738 нм. Эти центры перспективны для применения в кван-
товой электронике в качестве источников одиночных фотонов [1]. 
В работе представлены результаты измерений ФЛ легированных крем-
нием микрокристаллических алмазных пленок, которые были синтезиро-
ваны в СВЧ плазме (установка ARDIS-100, 2.45 ГГц, до 5 кВт) на под-
ложках из нитрида алюминия при различных температурах и соотноше-
ниях компонентов газовой смеси CH4/H2/SiH4; детали технологии синтеза 
пленок представлены в [2]. Спектры ФЛ пленок (рис. 1) измерялись при 
комнатной температуре на спектрометре LABRAM HR-800 (длина волны 
возбуждающего пленки излучения  = 473 нм). 
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Рис. 1. Спектры ФЛ (а) и зависимость интегральных интенсивностей линий ФЛ 
738 нм и 723 нм от температуры синтеза (b) для алмазных пленок,  
синтезированных при концентрации силана SiH4/CH4 = 0.6% 
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Установлено, что интенсивность ФЛ центров SiV монотонно увеличи-
вается с ростом температуры подложки при синтезе пленки (рис. 1), при 
этом в спектрах возникает дополнительный пик (БФЛ на 723 нм), не на-
блюдавшийся ранее в спектрах алмазов, интенсивность которого при по-
вышении температуры синтеза возрастает опережающими по отношению 
к пику SiV темпами (рис. 1). В спектрах ФЛ алмазных пленок, синтези-
рованных без добавления моносилана (SiH4), данная линия, как и линия 
SiV, отсутствует. Аналогичный пик ФЛ с БФЛ на 723 нм наблюдался и в 
спектрах НРНТ алмазов, синтезированных в системе Mg-Si-C [3]. В док-
ладе обсуждается природа и вероятная структура (строение) нового цен-
тра окраски в алмазе, ответственного за полосу с БФЛ на 723 нм (рис. 1).  
Спектры отражения света алмазными пленками, осажденными на 
кремниевые подложки (по той же технологии, но без примеси SiH4) с со-
держанием метана в газовой смеси 1.5 и 15 % измерялись при комнатной 
температуре на спектрофотометре PHOTON RT Essentoptics (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектры отражения света при угле падения 8° (а) и 30° (b) для алмазных пленок, 
синтезированных при концентрации метана 1.5% (кривая 1) и 15% (кривая 2) 
Толщина пленок, определенная из условия максимума интерференции 
света, отраженного в тонкой пленке, составила ~4.5 мкм (1.5% CH4) и 
~5.5 мкм (15% CH4). Увеличение концентрации CH4 при синтезе пленок 
приводит к увеличению интенсивности отраженного света (рис. 2), что, 
возможно, обусловлено как уменьшением размера алмазных зерен на 
ростовой стороне пленок, так и увеличением доли sp2-гибридизованных 
связей между атомами углерода, что и подтверждается данными КРС. 
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